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Zste invenbo se refiere a clementos souicon-

articularmente a recubrinientos »Hrovucto—

o Dasistentes a la shrasidn para dichos elen

CATOS.
Hasta ahora, los nétodos de la Hfenics snte—

wiow proporclona recubrimiento de superficies eupUesias
<> slenentos semlconductores COu Sxidos aislantes u¢vouﬁ;'
canenbe. Dichos recubrimienios son capas delzados, o vip-

ey

sralmente no tienen wesistencla a la abrasida mse’wica N
reculeren eouipos de tratamiente relativamente coziosog.
< sl Godos 1os casos se dispone un seguado recubrimisn
2 aGs srueso de mabterial ﬁerrecubrimiento protactor, con
¢l Zin de probeser la capa de maberizl aislanite ellciri 2
menbte. Se ha encontrado que las grasas baruicss, cauchos

v resinas de silicona que se emplean como rseubrisicalbo

-

superior de naberial protector carecen de csracheriuticas
Y = -
fislcas deseables.

£l objeto de este invenbto es crear war aaberial

ws recubrimiento para elementos semiconductores cue mejo-

ra las caracterfisticas eléctricas del. elemen: ¢ v proleze

las superficies éxpuestas del slemento contrs 1s shraaldn
[ 4 .

mnecxalca.

.

Teniendo a la vista este objeto, el iavcito

consizte eir un elemento semiconductor que comprest: mn

il

cuerpo de material semiconductor provisto de una caus de

‘o

nmaterial protector sobre al menos parte de su superiicie,
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~windilendo dicho material protector una reslilia curain

selzocicaada enbtre resinas de poliimida v de mollaiids

w

ie aromiticas.

Con el fin de gue el invento oy’ v COUTERER
5 dido mds claramente ¥ pueda ser llevado a cabo con Jredli

-

dad, se havd referencia ahora a los dibujos wuici L, -3
los cuales:
Las figuras 1 ¥ 2 son vistas en soos ) Gonag

versal de elenentos seniconduciores producidos 7. . iardo

P

Y con las ensecilanzas de este invento;
La figura 3 es una vista en seccil™ 4o ~avor—
sal de wn conjunto de reunidn e semiconductvor: -
La figura 4 es wia vista, pareialna~is oo
seceidn transversal, de wa dizpositivo elécitiico oo maa-

\Fi

liza un conjunto de reuwnidn de sziconducton pradnside Jde
acuerdo con las ensefianzas de este inveato.

Con referencia & la Tigura 1, =¢ miews- ma
clemento semiconductor 10 comnuesto Dor un cuntlo 4P an
maGerial seniconductor preparado mor mediog cariiiiioy
20 tales como por pulido y solapamienbso hasta Dol ziicgo de

Gos superficies opuestas principales 14 ¥ 40. % oo
(

2 Uleae dos, o mls, reglones de ua tipo de cs.hiobiulias

- .

del tino de conductividad opuesta v uwna wnils D0 ige

]

puesta entre cada par de regiones de tinos de conduniivi-

25 - dad. Il cuerro 12 comprende un material semiconduclow f¥eh ole}

15.10.69. L 37 2 7 7 9
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2o, tel cono gilicilo, carburo de siliclo,
bl 9

sonsuestos de los elementos-del grupo YITI v del mvso ¥V

7 compuesto de los elementos del grupo II ¥ <ol —wvo TI

1% ~ )
Con ¢l fin de describir mis complebamente el lovanto, ¥

pionegs 13 ¥ 20 de Vipos de conduectividad ocpussia, ¥ de
g, ualdn P- dispuesta entre ellos,
Una capa de recubrimiento protechtor 24 se Tor

2z sobre al menos la superficie 25 del cusrvo 72 ¢t cus

cetd oxpuesta la unidn P- 22, El material de la cioa 24

(%9

e un neverial de recubrimiento a alta temwerature v esti
selecelonado del grupo que coasiste en poliimiloa ¥ woli-
as. .

a
El matverial de la capa 24 es aplicaio wpeleni

e

-

rea de superilicle previamente selnueicicig

Ciw

bleneate 2l

del cuerno 12 en forma de uana solucidn de vi com vesio

o

internedio polimero. £l cuerpo 12 con el maserisl - lics-

¢o en forma de solucidn ss calentado a coabtiiunclda nare

-
1

convervir el producto intvermedio polimero soluble reoiiocsc

e wa polimero de poliimida o polismide~-imids cvrscs. sd-

K]

lido, iniusible e insoluble. Preferiblements, La lozun

n
18-
(WA

solucibn se prepara disponicndo un Precursor coluble de

e

uila poliimlda aromitica o de una poliamid

ca en un disolvente apronlado, Lal como dimetilaceltid



%y N-metilpirrolidona. Mis detalles sobre la preparacibn y
;curado de poliimidas aromaticas se pueden encontrar en ’
glas patentes USA 3.179.614 ¥ 3.179.634. Detalles sobre lai
;preparacién de algunas de las poliamida-poliimidas aroma- :

5  |ticas se consideran en la patente USA 3.179.635. lids deta .

flles de disolventes apropiados tanto para las poliimidas

1
jaromiticas como para las poliamida-poliimidas aromiticas

l

' se consideran en las tres patentes USA entes mencionadas.

N i
: Un material de poliimida modificado con amida °

10 ! resinoso apropiado para la capa 24 tlene la unidad repetié

:da o recurrente:

: co o
: e \\\\R"/” ™ g

\\\\00"f; \\‘\<co/’/

15 R

i t
!

“en que n es un nlmero entero de al menos 5 y R representa’

‘un radical divalente seleccionado del grupo que consiste

- 372779
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16.10.69. !

en que x es un nimero entero desde 1 hasta aproximadamente
500, y en que R' represenba un radical tetravalente seleg

‘cionado del grupo que consiste en ~

372779
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Otra poliimida modificada con amida resinosa

16.10. 69 apropiada para el material de la capa 24 es una que tlene
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1la unidad repebida o recurrente:

CO

et 11,
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en que n es wn ntmero entero de al menos 5y R representa -

. .
o radical divalente seleccionado del grupo que conslste

g
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on que x es un nimero entero desde 1 hasta aproximadamen-—

¢ ‘500, ¥ otra poliimida modificada con amida apropiada,

t4 curada, tiene la unldad repetida o recurren-

IA0 CsTA

e

1
c
S
3
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N
=
=
i
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f

en gque 0 es un nimero entero de al menos 5.

Otros polimeros de amida-imida aromdticos re-

sinosos apropiados para el material de la capa 24 contie-

v la wnidad repetida o recurrente:

7N\
__co—-@ ¥ -Rr-NE
Noo”” |
- —n

el aue n es un nlmero entero de aproximadamente 50 hasta

16.10.69. . ' ' ,
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27,000 ¥ R es un radical orginico divalente compusesto so-
io woxr U, C, W, 8, y 0, por ejemplo solo un radical diva-

lente seleccionado del grupo que consiste en
| L > < D>~
- n
0
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en que ¥ es un nlmero entero desde 1 hasta anrvoiimalamen-—
“te 500. Copolimeros que contienen dos o mas de los radi-
Ioales son Gambién apropiados para el maberial de la capa
2. '

5 Poliimidas resinosas apropiadas que s¢ »ueden
ubilizar para formar la capa 34 tienen la uaidad recurren

te o repetida:

. 10 : c ¢

15 'Een que R es un radical tetravalente que contiene al menosi
:un anillo de 6 &atomos de carbono, esbtando caracterinado -
iel anillo pof insaturacidn bericenoide, estando unidos di-
%rectamente los cuaﬁrogruposoarbonilo_a 4tomos de carboni
:lo separados en un anillo bencenoide de 6 miembros cdel rg

20 ;dical R, y estando unido cada par de grupos carbvonilo a
‘dtomos de carbono adyacentes en va snillo de radical R; ¥
‘en que R!' es un radical divalente seleccionado del ;rupo

i que consiste ent
!

| . 372779
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=y

en que R" estd seleccionado del grupo que consiste ea una

cadena alechileno que tiene de 1 a 3 atomos de coxrboiio,

s 372779
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en que R!'T y RTITT estln seleccionados del grupo cue con
siste en alcohilo y arilo. :

Tas poliimidas y poliamida~imidas antveriormen
te referidas forman una pelicula para la cana 24 que tic-

ne altas nropiedades de traccidn, deseadbles proniedades

eléctricas, esbabilidad frente al calor y al ajua, ¥ buena

adherencia al cuerpo 12. e) :7 _
| 372779
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sungue la capa ds recvbrimiento protesicy no-

.

1o necesita ser gplicada a las superficies erbocmss LIues

Gas Ge las uwnlones P-N y a las superficies contirmagn del
cuerpo de meberial semiconductor se prefiere que wodu el
area de superficie expuesta del cuwerpo tenga la cu:n da re

W

cuulniento protector dispuesta sobre ella.

Il espesor Ge la capa 24 estd determingls por
¢l reginmen de voltaje y de corriente del cucipo 12 oo ne-
sexial semiconductor. Es deseabie, sin embarzo, que la ¢z
pa 2% tenga al menos 0,025 mm de espesor. P°r~ un Givis
tox de 1500 voltios es.satisfactorio un espesor de suroxd
nadanente G,150 mm.

Ss deseable que la capa 24 sea formada ouran-
do cl materisl gplicado en una serie continua de ebcpas
we calentaniento que implican incrementos de temnmerciura

.

crecleinte., Esv0 se practica para evitar la formscidy de
ampollas en la cg?a 24,7que pueden aparecer mor la oclu-
aidn &e vapor de asua o de alcohol, siendo una u ¢l aSro
v sroducto de reaccidn formado por curado ds ios polerle-
les de polliinmida y de poliamida-poliimida. Tn eicls de CE.
lenvaniento preferido para curer el maberial anlicado es

el sizuiente: se coloca el elemenbto semiconducios TeCli-
blgrto en un horng de circulacidn de aire ¥ se calicnia s
1002C Gurante media hora como minimo; se awments o vonme

ravura Gel horno hasta 11502C y se continfla el calentomien

oo 372779
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uwo- durante media hora adicional como minimo; se eleva la
bemperabura del horno hasta 2002C y se continda el calen-
tomicnto durante media hora adicional como minimo; ¥ se.
awenta la temperatura del horno hasta la temperatura de
curado recomendada para el nmabterial particulaxr de la capai
de recubziniento 24 y se continfa el calenbamiento dursn-
te uwn periodo desde wna (1) hora hasta tres (3) horas,
wrefiriéandose wn tiempo de dos (2) horas.

Se ha encontrado que cuando el mabterial cura-

do de la capa 24 tiene wna unidad repetida o recurronte:

{ 2 co\ | ‘l f
m'm_fgxg/gﬁcLﬁ—ijL

N

en que X &s un radical seleccionado del grupo que conzis-

te en ~CHy- y -0-, 7 1 o5 W nlmero entero desde 10 a 100,

la temperatura final del horno es de aproximadmrente 3002C,

v preferiblemente dgsde 2502C hasta 2809C. |
Il material curado de la capa 24 forma o ne-

licula que es adherente a la superficie del cusrmo 12 ¥

es resistente a la abrasibn y al rascado. Cusndo ¢l mabe-

rial curado tiene la unidad repetida:

372779
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magnesio y politetrafluoroetilenc reactivado, v sus nesz-

CH |
NH - CO———n N __ AN
| CO’// l:: l X‘L\,QJ

en que X vy n estin definidos como anteriormente, la neli-
cile es btenaz, flexible y tlene buena estabilidad tdemica
qpb vernite que el elemento 10 trabaje a una Terperatura
de la wnidn por encima de 2000C.

Si se desea, la capa 24 puede incluir un maﬁg
rial de carga, preferiblemente va maberial aislante olbc—
tricamente que tiene la misma constaate dieléctrics, o ma
menor, que la del recubrimiento protector. Il mabverial de
carpga es distribuido wniformemente por todo el naberdal
de poliimida y de poliamida-poliimida de la cana 2%, Pam-
bién son apropiados los matz£iales que soan conocidoz wom
Tener wna aptitud relabivamente buena pars resistie la.
conduccién eléctrica, aunque su constante dieléetricn oz
nayor que la del material de la capa 24. Maberiales aie-—
lantes eléctricamente,apropiados, en formg finomenve di-
vidida o pﬁlverizgda, que pueden ser uwbilizados como ma-
terial de carga, son éxido de aluminio, xido de silicio

fibras de vidrio, nitrurc de boro, cuarzo, mica, Cwido Ge

v

T 372779
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clan.

La cantidad del material de carza lanbe
clictricsmente no uebera nasar preferiblemente 4o 34, en
voluzen de la capa 24. Un maxpen preferido oo o %) Ting—

ta 505 en volumen es deseable, ya que esva mestly Lo -

serial de carga, de la poliimida y de la polf- i ™ -

nida tiene la mejor consistencia de trabajo.

\C‘ X‘]_ o “‘_~‘;_;l-..

Con un material de poliimida o de

»

noliimida cargado o no cargsado, las propicdzices olicinicas

-
A s
de tembhaoniuras

(el elemento 10 son mejoradas y el margen
de trabajo funcionales del elemento awmentan nasta v aar
sen que se exticnde desde aproximadamente -40020 honls
aproximadaﬁente 20020, Adicionalmente, la dureza, Lo 20—
sistencia a la abrasibn ¥y al rascado, la capacidsd »ihosi

v la estabilidad térmica del material de 1s ze s 24 lo
hace ua material apropiado como cepa de recudbriaiento pr
tector nara ﬁna pelicula alslante eléctricamsnie, tal co-

4

no, por ejemplo, dxido de silicio de peliculas de aitpuro

~

de silicio empleadar para pasivar areas de superficlisz ge-
leccionadas de dispositivos semiconductores.

Refiriéndose shora a la figura 2, se mwosira
wn elemento semiconductor 50 que es una realizscidu zlier
nativa del elemento 10. Ia fnica diferencic cnipe
nentos 10 ¥ 50 es una capa 52 del material sislante olée-

tricomente dispuesta sobre al menos la derivacidn du co-

. 372779
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rrlente dnversa a lo larso de las porciocnes erbmer-: e

o

nuesvas. AL mat “1&1 de la capa 52 estd seleccionale nre-

Teriblensnte del n‘3:'1.1._LJo que consiste en dzido de silicio,
Anruro e siliclo y aitruro de aluminio. Uas cana 224 de

v poliimida o poliamida-poliimida no cargaeds o covnada

L-ut

o )

estd dispuesta sobre la parte superior de la canaz 52,
daciendo referencia shora a la figurs 7, se
nuestra wr conjunto de reunidn 400 compuesto vor wn cucr-
0 102 J¢ material semlconductor que tiene superiiciles
ssaaclnales opuestas 104 y 106 guwe comprenden re 3T GO ULTa-
nente wia superficie superior ¥ una superficie inlozion.
&1 cuexpo 102 tiene una primera rezidn 108 de conducsivi-

- .

dad del primer btipo, uwna segunda regibn 110 de couiuctiyi

dad del sezundo tino, 3 una widn P 112 dimmuesty oabre
b

1
oo

S‘)

28 (o8 reglones 1083 y 110, Un primer contacto 444 .lletei
ca y térmicamente conductor estd waido a la sunerflicolie

del fondo 1056 del cuerpo 102 por wuia capa 115 de un nbe-
riol de aleaciln para soldar aproniada. I1 contzeto 144
actlia también como miembro @e soporte para el cuswic 402
Un'segundo contacto 116 eléctrica ¥y térmicanmente conive-

tor estbd wnido a la sunerficie superior 104 de CUCL 0

102 por wna capa 120 de material de aleacidn »era 8oldan

apropiada, La superficie expuesta 122 y las porcloacs de

la wailn P-I 112 expuestas en ésta estin protesidss wom

e, capa 24 de wna resina curada selecclonada del wupo

. 372779
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‘pas de aleacildn de soldadura 118 7 120. Bl contiscto 414

' mo-antimonio. Da capa de aleucidn de soldadura 120 consis

oue coasiste en poliimidas avomdticas 7 Doll- L7 - ~Tiini

-

-

das aromidticas con o sin mabteriales de ¢

Ll CI.V: L-i ° A ",—‘l)

(\‘

Y
cir ellas.

Como un ejemplo de las ensclonmas 1o co.c ine
vecho, dosclentos cincuentta (250) conjuatos & w0 18i de

clemanvos semlceonductores fueron prezarsdcs .l 20 arar

ow cnseflonzas de este invento con lasg enselzszan: 7o la
séenica anterior.
Cada conjunto de reuaidn consistia sa vi cuer
20 de maberial semicénductor de silicio ds asemicoadvaliivi-
dad de tipo P pulido y solanado hasta paralolizin v
‘producir las superficies principales onuestoes 40 o 406,

-

Desnués de wa proceso de difusién, el cuerno A sillcio

_consistia en una regiln de tipo P 108, y uas residn e

“gipo N 110, v una wnidn P-I 1442 dispuesta eabre lac 208

regiones 108 y 410.

Emplearido una cperacidn de rewnida en wacio,

4 l

“los contactos 114 ¥ 116 eléetrica y térmicamente condiuc-

. tores fueron unidos al cuerpo 102 por las wezpectivas ca-

At

estaba hecho de una aleacidn de plaba~wolframio ¥ ¢l con-

vacto 115 esbaba hecho de molibdeno. La cana de mavarisl

de soldadura 118 consigtia en una aleacidn de plava—9lo-

4

tia en una aleacidn de aluminio ¥ oorj.

72779
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Los conjuntos de reunidn fueron sra atados con
A0RE0 Go arena para conbtornesr la superficie lateral pe-
P 1 . n * e . e e s 2.
G¢rica del cuerpo de siliclo, corroidos por rovaciln,
lavados en azua desioniza ada, ¥ secados por uwl chorr o iac h

flado de zas nitrdgeno. Todos los conjuntos de “us'dn fue
) (=]

Rt

- £ 0

Ton ensayados, ¥ se encontnd que tenfan una canucids® de
voltaje minima de 1000 voliios.
Ciento veinticinco de los conjuntng de¢ usidn

velian la swperficie expuesta 122 recubierss coa ua ute-

a3 € alta vurezs era un cauncho que vulcanizaba a la Sem-
feravurea emvlente. Los conjuntos fueron secadocs oo slos

Gueeate 20 horas y despuls fueron secados en estuli r 250

& 52C durante 24 horas.

e

Los restvantes ciento veinticinco CCijunins da
P d ’ o

fuslon tenian cada uno la superficie expuesta 122 Gol ocuse

p0 102 recubierta con una solucidn de m commusohc Lnlare

nedlo polimero de polismida-poliimida que contenla 2% a

2 Patars

257 de s6lidos, el cual cuando estaba curado Hents ol ma-
dical revnetido:
[ ]



i - GO o \‘\T —2N A
oo IMod

e que 0 estd definido como anteriormente. Loo conjuitos
de rewnidn recubiertos fuergh colocados en ua hnorao de
:aire circulante y fueron calentados a 1002C ¥ fueron nman-
‘tenidos a esta temperatura durante media hora. Al final
10 de la media hora, la temperatura del horno fuo elevada a
1502C y los conjuntos 100 fueron calentados durante obra
media hora. Al final de la media hora a esta Temyeratura,
la temperatura del horno fue elevada hasta 20020 v log
'conjuntos fueron secados en estufa a esba Lempershura du-
15 rante media hora. Después de completarse el periodo de se-
cado en estufa de al menos media hora, la btemperatura del

-1

horno fuve elevada a.25090 v los conjuntos fueron secados
en esbufa durante 27horas v después fueron en’riados a la
5temperatura ambignte. '

20 ' Todos los doscientos cincuenta conjuntos 400
fueron ensayados eléctricamente y_los resultaldos cbibeni-
dos fueron los siguientes:

Cincuenta y cinco conjuntos de reunidn cue be-
, X

nian la capa de resina de silicona aplicada a la superfi- ~

25 cie 122, o 42% de los conjuntos producidos, fallaron on el

16.10.69. 37 2 7 ? g
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o Yo veltaje laverso de 1000 woltios v de derdvocidn
~o osorriente inversa permisible de 10 miliamperios o una
sameratura ds la caja des 19020,

[ d - voq

Ciento dos conjuntos de reuniln nroducl lo:

muerdo ¢ud las easeflenzas de este invento pasnrotr Lobvig-—

Todos los conjuntos de reunidn cue - 8

.

tlsTactorlanente los ensgyos eléctricos antericves oron

ensayados nuevemente en cuanto a las mismas zu

volvaje ¥ de corriente, excepto que la btempsrntui:. o en-
8070 era de -402C, Cuatro de los conjuntos romstenisz de
log conjuntvos de reunidn de la téenica anterios Telloron,
nero btodos log restantes conjuntos de reunidn ~movsides
4o acuerio con las enseflanzas de este invento _uiowsci Sa—

~llactorianente los enssyos eléetricos a bajc tourorabus
La capa de recubrimieato protector 24 s molis

pi¢a-polllinida curada permanecid flexible a lo buls Gems

ravurs ¥ era resisbente al rascallo v a la sbranide i Sodas

las Temperaturas dentro de los mérzenes de temnsvaiuras

de trebajo normales para los conjuates de rounida., died

nalmente, la temperatura de uailn en trabaje fol conjwato

s 7

de reuniln se encontrd que era de sproximsdamenie 20020

k]

nientras que Wia capa probectora hecha de recubrimiento

~w- 372779



¢ de caucho que vulcaniza a la tempsrativa oublon-
..o ies e bemperatura de unidn en trabajo ds solo

anrorinadanente 4502C,

Frecuentenente, vestizios de iou nANicos
5 sarmonscen todavia sobre la superficie 422 4zl «caal o
da eouaidn 100, incluso después de wno 0 mas nooscacs de

lizwiczn de sunerficie. Inhibidores, tales cono o inapinag

pueden ser afladidos a la solucida de wa produsio i G-

dio nolimero de una poliimida aromdiica o Je i ~ied-

10 ds~noliinida aromitica antes de aplicar la so’ucidn a la

superficiz 422, El inhibidor, por formecidu de crel:los,

hace inerbes los iones metéilicos sobme la surswlicl. 22,
- . . » » + «m -

Ia alizarina es afladida a la solucion ea unsz a2 5i’=a lo
hasta 1,0 en neso. 0,5% en peso de alizaving . ° Caeidn

se ha encontrado gque es satvisfactorio para dic:c

=S
1

e

seniconductores que tienen propiedades de cormlc il Laven

sa daja v alto voltaje, cn que la magnitud do 1s coinrien—

te es nedida en microamperios ¥y nanoamperios. . rnTnval

do cwificamente las curvas de volbaje inverse sz 28U0s
20 dispositivos, el ﬁcodo" de la curva es muy inclinsdo com-

varado con el "codo blando" de la curvae exhibi’lo pov dis-

vositivos en que el recubrimiento de poliimid. o de nolip

mida-poliinida no coﬁtiene la alizaring. Bl ciclio de curs

do para esta solucidn modificada es el mismo cue marn la
25 soluecida no modificada.

15.70.55. - 372779
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Bl conjunto de reunidn 400 e ls Tiuws 3 neo
+ucido de acuerdo con las ensefianzas de eate inved!a Lue-

42 ser enc aosulado dentro de varios dispositivos ¢lliatyi-

2
s
P

(@]

de reuniln 400 es wa dispositivo eléctrico "Znaraua
Aglutivado por Compresidn 200 mostrado en la Fi-u - ...

Con referencia a la figura 4, el &
200 esti comsuesto por un miembro de metsl maciao TR, el

cual niexbro 202 puede estar hecho de un melal Goiiios 5

t8n, sluminio, aleaciones de aluminio ¥ aleaciomac A 1)
ro. Una porcidn terminal roscada 204 es entsriza G, O
estd Tijada al, miembro 202 para nontar el dicwosiiive

200 en aparatos eléetricos. El lado superior del miorhrs

2

202 esté provisto con una porcidn de pedestal 203.

Una capa metdlica 208 estéd dispuesta schre

una sugeriicie sunerior 207 el hedestal 20T v =1 con

5o de reunidn 400 esti centradc sobre dste nor und 2Lhro

0 I 4

alslante eléctricamente tubular 210 dispuecto tambila sobye

¢

el pedestal 206 y alrededor de la periferis owbtore- oo L:

AP

capa 208. La capa 208 commrende un metal ellet

sérmicemente conductor aproplado tal como, wor elzmslc,
plata. La capa 208 nuede estar dispuesta tambifa solie &1
nedestal 206 por obros medios apropiados, tales comc, 7oy

e¢jenplo, nor chaocaao. Un maverial apropiado pa

-1 P -
4 FIEEm

w- 372779
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15

20

25

16.10.69.

bro vubular 210 es politetrafluorosiileso. Ta oo oLy de
contreho cluct*lco 212 estd dispuesto sobre 20
e ZL conjunto de contacto 212 consiste en v cnarin
¢llotwicn v téonicamente conduchor 244 de va . a1 apwe
~o Golocomou, por ejemplo, molibdeno, sacoruc o Tairo
“oovnn ennn 216 de niquel que btiene una cr i 740 Tc awo
Gii . ODTE, y-difundida dentro.de, ax neacy Qi
cida dol niquel en conbacto con el conbacin el’nu o 444

Un conductor eléctrico trenzado 220 que tilelo oo v Lioo
exirenos eldctricamente conductores 222 y ~o% TLie s oa

unido al cuerpo de contacto chapecado ML Lk una

capa 225 de una aleacidn pnara solda adura de “Lilu: 7 U0,

Un miembro a modo de arandela ellclLviconnnie
sislente y perforado 223 esti dispuesto alreicdor Jol con

ductor 220 y sobre el cuerpo revestido o chaneado 244, Uaa

- e e

primera arandela de empuje de mebal perforaia 25C znid
dispuesta alrededor del conductor 220 y sobre ol niliiihro
alslante 228. Al menos un miembro.de

vexo 232 esta

resorte poriorado con

[

dispuesto alrededor del conduchor 220 v 50-

bre la arandela de empuje 230. Ua segundo mienbro @« =upu

Je de metal perforado 234 estd dispuesto sobre el i zo-
nos un miembro de resorte convexo 252,

Un miembro en forma de copa 236G, cus i o

-

roscas exbernas en 238 estd colocado sobre el condunaiion

sléctrico 220 y las roscas exbernas 238 son nbornillodas

. 372779
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\n

16.10.£9.

ta compuesto por un sislador cerdmico 248 unldo & wan nop

wweia sbajo sobre una poreidn roscada 240 Je una raanea

22 glvuslo entre el pedestal 206, hasta que 52 anllca uno

-

nerna previamente deverminada deseads al CULrno A0 Q-
10 0 chspesdo 214, Tsta fuerss —esvicionbe
1

deverninada emuuaa elisticanente al CUETDo Levesilid o

calo 214, al conj"lbo die fusidn 100, ¥ al wefanial

% W

chiaxn

C

v
h
o

el wmiembro 202, & wna relacidn eléetrics - téonica—

LoNG

nente conduetora a presidn entre ellos.
dispositivo 200 es complebaio e oulando

heméticamente el conjunvo de reunidn 100 dentuo s wi

corjunto de caperuza 246. Bl conjunto Qe caneru

»
5

A

cibn metdlica rebordesds que se exbiende hacis o usrs 250,
Laporeién rebondeads 250 estfl soldada a wr anillo 4 sol
Codura 252 fijado al miewbro de metal macizo 202, Uu mien

.bro de vAstazo hueco 254 Pijado al sislador cerfmics 040

esud montadc sobre el conductor 220 ¥y esti conechiio eldc

loamente a &l comprimiendo o laminando una varbte dsl
visbago 254 alrededor del casouste extremo 222.

}
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I
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REIVIITOICACICNES

1.~ Un elemento semiconductor aue coroouade
w cuerno de mabterial semiconductor DIOVISES cont wna éapa_
v wenicl provector sobre al menos.parte de la sv-erfi-
cle del mismo, comprendiendo dicho materisl “robtecior uia

rerina curada selecclonada entre resinas de noliimiin v

n

de polisnida~imida aromfticas.
. 2.~ Tn elemento semiconductor sezfn la weivin
dicacidn 1, en g&e dicho cuerno de mabterial seaiconducitor
:tiéne al menos una rezidn de un.tipo de conduchividad, ¥

10 wa residn de tipo de conductividad opuesta, aispnszias

para definir uniones P-N entre ellas, estando ox

una porcilén extrema de al menos una wnida P-I en vna su-
‘perficie de dicho cuerpo, y dicha'capa cubre s menos la
_poreidn extbrems opuesta de dicha wnién P-N,
15 ; 3.~ Un elemento semiconductor segim la reivin
' ‘dlcacidn 1 6 2, en que dicha resina es una resina de polia

‘mida-inida que tiene la wnidad repetida o recurrenie

ﬁo\l\%
‘{NH - Ny -O_XO‘I“ .
16.10.69. - o 3727?9
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Ry

v oes vao de los radicales —CHE" ¥ =0- v n oz oua

Loovies Leeo dasde 10 a C0.

4.~ Un elenento semiconductor sopim lus pelyio
dicoeiones 1, 2 6 3, en que se ineorpora uin L..ibllne e

el meteminl deo la cava drotectora.
5.~ U elementso Scﬂlconalctor s e da waivin

“y, en que dicho inhibidor es alimarii-.

6.~ Ur elemenvo semiconduetor se e w.u 2uni-
qulepn Lo los relvindicaciones 1 a 5, ea quo Tichn uGa-
riol (o capa provectora comprends un maverinl Ao G
shictrlcanente ailslahbe.

7.- Un elemento senmiconduchor se  : 1o =edyin
dicaciln 6, cn que dicho wmaterial de carga aiilaats Ulane

T R s ) . W A &y . b K}
wie cenevsnbe dleldctrica como méxwimo iruwal a 1f so.chente

dieldctrica del material de la capa protenton

8.~ Uan eclenento semiconductor seciin ioc waivia

Gicaciones G & 7 en que dicho maverial de acron wisls

et uno al menos entre Sxido de aluminio, Gwido A2
aivrure de boro, cuarso, mics, dxido de mestesic, diio

7 poliSebrafluoroetileno en forma finamente Aivicids

<
(-.
r_)
]
[N
o
o
[¢]
hy
(o]
[
o
wn
“r
[
“p
~J
o
[
o
5
]
fard
o
!r:\
o
=3
o]
=1
&
ck
3
i
o
¥
o
3
-]

aiclanbe incluye fibras de vidrio.

10.~ Un elemento semiconductor sor

T aens Fen e
JRESE IR L,'.,uu,l'—

quigra de las reivindicaciones 6 a 9 en gue dicho wewardal

l.v-a-
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corze alslaate comprende hasta 8470 ea voluna:

c.cand G0 la capa provectors.
1.~ U clemcnbo semiconductor e’ 1v 1. oun
quiecra do 1asrroivindicaciones S a9, en cue 4lahe rale-
ricl A conpa ealslontbe comprende 4C a 505 ea wulima: del
maveviscl e la capa probvecihora.
12.~ Un elementvo semiconductor sain lon wei-
vindicaclones 2 o uwna cualgulery de las mcoivis
2 41 cue devenden de la zeivindicacidn

dicho elononto tambidn ademds wne cava de mobtarial oo or-

P d

shiico elletricamente alslsnte que cubre al #oncs i HOP-

cifin exbrena sxpuesta de dicha uvnidn P-I por dvhnla do la

-

cona de maverial protector.
L4
12.~ Un elemento semiconducbtor se lo 1u elvin
Cicueidn 42 en que dicho maberial no orginice &5 uno cirbre

anivaro de eluminio, nitruro de silicio u bxido e wili-

cLo.

14,~ Un elemento semiconductor myovisio con

-

unz capa protectoras sobre al menos parbte de su suroriie,

sustancialmente tal'como se describte en lo que wabvecede,

rencia a los dibujos anejos e ilustrade nor ellos.
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15.= Un elemento semiconductore.

' Tal y como se ha descrito en le Memoris
que antecede, representado en los dibujos que se acom-

pefian y para los fines que se han especlficado.

Egta Memoris consta de treinte y sels ho-

jas escritas a mdquina por une sola cars.

Medrid, '22 0CT. 1963
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